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이중 게이트 구조의 나노막대 전계효과 트랜지스터의ZnO

저주파 잡음에 대한 해석적 모형
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나노막대 등 나노구조의 합성방법이 발전함에 따라 이를 소자로 응용하는 연구가 많이 수

행되고 있다 그런데 소자가 작아질수록 저주파 잡음은 상대적으로 커져서 소자성능에 영향.
을 주므로 이에 대한 연구가 필요하다 최근 제작이 용이한 후방 게이트 나노막대 트랜지. ZnO
스터에서 표면 상태의 영향으로 정기적 특성이 열하되는 것을 개선하기 위하여 이중 게이트

트랜지스터의 제작이 보고되었으며 기대했던 대로 성능이 향상되었다 이 논문에서는 이중.
게이트 나노막대 트랜지스터에서 잡음의 주원인을 여러 가지 모형을 동원하여 해석적으ZnO
로 따져본다 운반자 개수 요동에는 계면상태가 관여하는 마구잡이 산보 모형이 뭉치 덫이. ,
관여하는 열적 여기 산화막 덫이 관여하는 투과 등이 고려되었으며 게이트전압에 따라 이러, ,
한 운반자 개수 요동이 이동도 요동으로 바뀔 수 있음을 알았다.




